














宮 川 宣 関
この超伝導の横横 を明か にす るために､単結晶での トンネル効果の測定を行 った.
トンネル素子 は､ 縮退半導体 GaAs:Zn(0.0030-ctBatー300K)とのポイン トコ ン
タク トTC･'ぁる○ 障壁 は､Shottkybarrierとして自動的 に与 え られ る｡ また､結果 的
にはメカニカル コンタク トであることが､有効 に働 いたようであ る｡
cuo2面 に平行及 び垂直 に GaAsを押 し付 けた素子 による結果は以下 の通 りであ る｡
(1) phonOn状態密度 に対応す る微細構造が singlephonon領域 に現れ､ 更 に高
エネルギー側に も構造 がある｡ これか ら本超伝導 において､ phononが本質的役割
を果た しているといえ る｡ 他のモー ドが協調的に働 いているか どうかについて 結
論 を出すのは早す ぎるが､ Singlephonon領域では電子が見 ているモー ドと 中性
子が見ているモー ドが同 じであるか ら､ おそ らくphononのみであろ う｡
(2) 2A(O)は試料 によ り 3紬eV～52meVと大 きく変 わるが､ 2A(0)/kBTc=7とみ
て よい｡ 即 ち､ 強結合超伝導体であることを疑 う必要はない｡
(3) Aには､phononの暗 く～5meV)以上 に大･きな面内異方性はない. つ ま り本
質的に S-Yaveであるo 面垂直方向に刈 ってAlF/A⊥ ≡1･05の結果を得 て いる
が､ △⊥には問題があ るo
(i) 貴戸 が報告す るよ うに A(T)は BCS的温度変化を示す｡
以上 の ことか らこ 我 々は nultiphonoTL交換機構 を提唱 した.
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